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【背景】我々は，Ge(111)に原子マッチングする
La2O3結晶をゲート絶縁膜として Ge基板上に
直接低温成長させることで，良好な電気特性を
実現できることを報告している [1, 2]．さらに，
Ge基板をヨウ素溶液に浸漬することで，MIS

構造の界面準位密度を低減できることを報告し
た [3]．このように，Geは Siと異なり溶液処理
が電気特性改善に非常に有効であり，その条件
の最適化は重要である．そこで，溶液処理プロ
セス中に表面変化を確認できる方法として，大
気中で簡便に測定可能な接触角（濡れ性）に注
目し，処理条件依存性，さらにMIS構造での
電気特性との関係を調べたので報告する．
【実験方法】Ge 基板は，アセトンで超音波洗
浄後，HF水溶液に浸漬し，超純水でリンスし，
PLDチャンバーに搬送した．その上にLa2O3お
よびLu-doped La2O3を基板温度∼350℃で成長
させた．界面準位 (Dit)は室温コンダクタンス
法 [4]により見積もった．接触角は，手動の接
触角計 (Erma G-1)を用い，基板上に 1 µLの純
水をマイクロピペットで滴下し，その形状から
θ/2法で決定した．
【結果と考察】図 1へ p-Ge(111)を，1%および
10%のHF溶液に浸漬したときの接触角の，浸
漬時間依存性を示す．比較のため，Si基板を1%

HFに浸漬した結果も合わせて示す．Siは，よ
く知られているように希HFで自然酸化膜がす
みやかに除去され，大きな接触角を示すのに対
し，Geでは全く異なり，浸漬時間と共に緩やか
に接触角が大きくなり，15分程度で飽和する．
さらに，HFの濃度が高いと，接触角がより大
きくなる傾向が見られた．図 2へHF濃度およ
び浸漬時間を変化させて接触角を制御した Ge

基板上に La2O3を成長させたMIS構造におけ
る界面準位密度を示す．長時間浸漬した試料の
界面準位密度に比べ，接触角が ∼15°と小さく
飽和していないときは高くなる傾向がみられ，
表面処理後の基板の接触角が電気特性と関連す
ることを示唆する結果を得た．
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Fig. 1. Dipping time dependency on the contact
angles.
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Fig. 2. Interface stat densities (Dit) as a function
of contact angle.
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